‘O Germanium-pnp-Leistungstransistor GD 150

(OC 835)

Der NF-Leistungstransistor GD 150 (alte Bezeichnung OC B35) ist ein legierter

Ge-pnp-Flichentransistor.

Der Transistor findet seine Anwendung in NF-Leistungsverstirkern,

Statische Kennwerte (fiir #,= 25"C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lcan = 30pA<

—lcpo = 500 pA < 1500 A,
—lces = %0pA= 150pA

Emitterreststrom

bei —Ugp = 6V
bel —Ueg = &Y
bei —Ugg = 6V

bel —Ugg = 10V

Restspannung —Ugg e = 0,4V < —le =3A
bei —lg = 0,6 A
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Gleichstromverstirkung

—lg = 10...20 mA bei —lc = 200 mA
—Ugg = 0 AV =07V

—lg = 100...200 mA bei —lc

—Uge = 0BY =12V
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—Ueg =6Y¥

—Ueg = 2V

vtark vergrofart
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Ubergangsirequenz

It = 100 kHz = &0 kHz
bei —lz =01A
—Ueg = 6V

Wirmewiderstand

Rawi < 7,5 855 (Sperrschichtgehiuse)

Grenzwerte (fir &, = 45°C)

—Ugpg = 20V —le =3 A
—Ugo =10V Y
—Uggs, =18V —lg =0,6A
bei Rgg = 50101

% =75°C

§ =85°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor GD 150
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Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
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Kollekteremitterspannung als Funktion des GuBeren Basisemitter-
widerstandes

= Kunibigche, Aly 2 mm,
= vertikgle Loge, pign,
i =gl 5 Isolierung, Perfingy-
F =200 cm \ scheips 0,1 mm.
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Warlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur
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